CAPAZITIVE NAHERUNGSSCHALTER DC

ALLGEMEINE
BESCHREIBUNG

Funktionsprinzip

Der berihrungslos wirkende kapazi-
tive Sensor wandelt eine produktions-
technisch interessante Grol3e
(Distanz oder Fullstand) in ein weiter-
verarbeitendes Signal um. Die Funk-
tion beruht auf Anderung des elektri-
schen Feldes in der Umgebung seiner
aktiven Zone.

Der Sensor besteht im Grundaufbau
aus einem RC-Oszillator als Aufneh-
mer, einem Demodulator und einer
Ausgangsstufe.

Die Annaherung von Metallen oder
Nichtmetallen in die aktive Zone des
kapazitiven Sensors bewirkt eine Ka-
pazitdtsdnderung, wodurch der RC-
Oszillator zu schwingen beginnt. Dies
bewirkt, dass die dem Oszillator nach-
geschaltete Triggerstufe kippt und
der Schaltverstarker seinen Aus-
gangszustand &ndert. Die Schaltfunk-
tion am Ausgang ist je nach Geréte-
typ SchlieBer, Offner oder Wechsler

Die Funktion des kapazitiven Sensors
laBt sich an der Variation samtlicher
Parameter der Gleichung fir die
Kapazitat erklaren:
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€. als relative Dielektrizitatszahl

(Eigenschaft des abzufragenden

Mediums).

€o: als absolute Dielektrizitats-
zahl = konst.

F: als Flache

S: als Abstand

Aus obiger Formel folgt, dass Objek-
tive, die eine hinreichend grofBe relati-
ve Dielektrizitdtszahl (&) und Flache
haben, von dem kapazitiven Sensor
erfasst werden.

Anwendung:

Die kapazitiven Naherungsschalter
eignen sich als berdhrungslose Sen-
soren zur Steuerung und Uberwa-
chung von Maschinenprozessen und

als Signalgeber fur Zahlaufgaben, wo
Metalle und Nichtmetalle zur Verfu-
gung stehen; zur Fillstandsmeldung
in Behaltern und durch Behalterwan-
dungen hindurch, wo flissige, pulveri-
sierte oder kdrnige Stoffe zu erfas-
sen sind.

Es werden zwei Anwendungsbereiche
fur kapazitive Sensoren unterschie-
den:

L]

1. Sensorversion biindig

Sensoren mit einem geradlinigen elek-
trischen Feld. Diese Geréate tasten
Festkorper (z. B. Wafer, Bauteile,
Leiterplatten, Hybride, Kartonagen,
Papierstapel, Flaschen, Kunststoff-
blécke und -platten) auf Distanz oder
Flissigkeiten durch eine Trennwand
(Glas oder Kunststoff Dicke max.

4 mm) hindurch ab.

2. Sensorversion nicht biindig

Sensoren mit einem kugelférmigen
elektrischen Feld. Diese Geréate sollen
mit ihrer aktiven Flache das abzuta-
stende Produkt, Schiuttgut oder Flis-
sigkeiten (z. B. Granulat, Zucker, Mehl,
Getreide, Sand oder Ol und Wasser)
berihren.

Schaltabstand S

ist die Distanz zwischen der aktiven
Sensorflache und dem abzutasten-
den Produkt zum Zeitpunkt der Aus-
gangssignalanderung bei sich anna-
herndem Objekt. Er ist abhangig von
Form, GréBe und Art des Objektes.

Hysterese

Hysterese ist der Distanzunterschied
zwischen dem Einschaltpunkt (bei sich
anndherndem Objekt) und dem Aus-
schaltpunkt (bei sich wieder entfer-
nendem Objekt).

Wiederholgenauigkeit

Die Wiederholgenauigkeit beschreibt
die maximale Abweichung vom Schalt-
abstand bei mehrfachem Anfahren
des abzuschaltenden Objektes.

Nennschaltabstand (Sn)

Beim Nennschaltabstand handelt es
sich um den nutzbaren Schaltabstand
des Sensors, gerichtet auf eine geer-
dete Metallplatte. GemaR DIN VDE
0660 Teil 2 handelt es sich um eine

1 mm dicke, quadratische Metall-
platte, bestehend aus Kohlenstoff-
stahl Typ FE 360 (Definition

ISO 630:1980). Die Oberflache muss
geglattet sein.

Die GroBe ist derart bemessen, dass
die Kantenlange (m) der quadrati-
schen Metallplatte gleich dem Durch-
messer des Kreises, wie er auf der
aktiven Flache eingezeichnet ist, ent-
spricht oder gleich dreimal der Be-
messungsschaltabstand Sr, je nach-
dem, was groBer ist.

Ist die Platte aus einem anderen Ma-
terial oder von geringeren Abmes-
sungen, ungeerdet oder von anderer
Form oder Beschaffenheit, ergeben
sich geringere Nennschaltabstande.



ANSCHLUSSBELEGUNGEN

Induktive
Naherungsschalter DC

Induktive
Naherungsschalter AC

Induktive
Naherungsschalter Namur

® Alle Typen mit CE-Kennzeichnung

® Kunststoffausfiihrungen auf Anfrage
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